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1．はじめに 

酸化ニッケル（NiO）はp型伝導性を示す

酸化物半導体として広く知られており,電気

的光学的特性から様々な分野での応用が期

待されている[1-3]．NiOはLi1+イオンをドー

プすることによる導電性の向上について多

数の報告がある．しかし，簡便な薄膜作製法

であるゾルゲル法により作製したNiO薄膜

は一般に高抵抗であるとの報告がある。そこ

で本研究では，シリコン基板上にNiO薄膜を

作製し，Li濃度と焼成温度に対する結晶構造

特性と電気的特性について物性評価を行な

った．  

2．実験方法 

   溶質酸化ニッケル四水和物と2-メトキシ

エタノールからなる溶液に，安定剤であるモ

ノエタノールアミンを加えたものを出発溶

液とした．これをマグネチックスターラーで

60℃の温度で2時間撹拌した．最後に，溶液

をろ過することでゾル溶液を得た．得られた

ゾル溶液をシリコン基板にスピンコーティ

ングした後，240 °Cの温度に保った電気炉に

入れ，空気中で仮焼成を行った．この工程を

10回繰り返し，600から800 °Cの温度で1時間

本焼成をおこなった.また，同様の手順で酢

酸リチウム二水和物原料としLiドープを行

なった薄膜も作製した．試料はX線回折法

（XRD）と走査型電子顕微鏡（SEM）により

評価した． 

3．結果および考察 

   作製したNiO薄膜とLiドープNiO薄膜の断

面SEM像をFig .1に示す．どちらの試料も粒

子状になっていることがわかる．Liを添加し

ていない薄膜では，基板垂直方向に１つの粒

子となっているが，Liをドープした薄膜は，

基板垂直方向に対して多数の粒子が並んで

いることがわかる．また，NiO薄膜のXRDパ

ターンから全ての試料は多結晶であること

を示した． 

   Fig .2にSEM観察から得られた粒径と焼成

温度の関係を示す．この特性から，Liを添加

していない薄膜では700 °Cで粒径が最大とな

るが，Liを添加した薄膜では700 °Cで粒径が

最小となることがわかった．  

   また，電気的特性はLiドープしたにも関わ

らず20 MΩ以上の抵抗値であった．これは薄

膜が粒子状であることが原因と考えられ,導

電性の向上のためには均一な薄膜を得るこ

とが必要であるといえる． 
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Fig. 1 Cross sectional SEM images of NiO and 

Li doped NiO thin films(×100k) 

Fig. 2 Particle sizes as a function of heating 

temperature 
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